Khéc v&i BIT, MOSFET thudc ho linh kién don cuce, vi chung chi sir dung phr:in 16n
dich chuyén khi ddn. Viéc sir dung cong nghé metaloxide-semiconductor (MOS) trong
mach vi dién ttr (microelectronic) mé ra huéng méi trong viée phat trién power metaloxide
semiconductor field effect transistor (MOSFET) vao nam 1975.

C4u tao va nguyén ly hoat dong
MOSFET la linh kién ban dan diéu khién hoan toan béng ap & cong diéu khién Gate.
MOSFET c6 hai lgai PNP va NPN. Trén hinh mo6 ta cau trac MOSFET loai n-p-n. Gitta
16p kim loai mach cong va cac moi nd1 n+ va p c6 16p dién moi silicon oxid SiO.
MOSFET c6 3 dién cyc Drain (D), Source (S) v Gate (G). Mach diéu khién gan vao
dién cuc G- S va dién ap diéu khién UBE. Mach cong suat gan vo dién cuc D-S.
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Lop tlep xuc p-n gitta p — co ban (nén) (co thé goi 13 than hay vung chinh) va ving
n — dich chuyén dam bao kha nang khoa dién. Phan kim loai két néi truc tiép véi 16p p qua
16p n cho phép gitr dién thé ¢d dinh v6i vang p trong thoi gian 1am viéc binh thuong. Khi
cuc Gate (G) va Source (S) dugc dat dién ap nhu nhau (Ves = 0), khong c6 kénh nao dugc
thiét 1ap trong ving p, nghia laviing kénh khong duoc diéu bién. Dudi chat kich tap ving
chuyén dich n- can phai dat dugc dién ap khéa cong Drain. Déi véi dong tai drain-source
Ip dé dan can phai thiét 1ap duong giita n+ va n- qua ving khuyéch tan p.

Khi MOSFET ¢ trang thai dan (triode region), kénh cua linh kién nhu mot dién tré
khong doi ty 1¢ tuyén tinh gitra vps VA ip
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Tén hao cong suat tong khi din véi MOSFET c6 dong thuan Ip va dién trd thuan
Rbs.on duoc tinh:
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Gia tri Roson ¢6 thé nhan gia tri tir 10 mQ dén vai Q twong Gmg véi dién ap thap va
dién 4p cao. O trang thai din dién trd nay 1a thong sé quan trong, vi nd xac dinh dién ap
roi trén linh kién va ton hao cong suit. Khac véi linh kién diéu khién bang dong dién BJT,
can dong dién Base dé dan dong dién tai, MOSFET la linh kién diéu khién bang 4p va chi
can dong dién (gate) rat nho vi vy cong suat can thiét nho hon BJT. Tuy nhién d6 khong
phai la dong khoa giong BJT, nghia 1 dién 4 -ap kich luu6n phai t6n tai. So sanh v&i BIT tan
s6 dong ngét cia MOSFET 16n hon nhiéu lan dén MHz, BJT c6 kha nang mang tai cao hon
MOSFET. MOSFET c¢6 dién tré khi dan 16n hon BJT. Mot s6 su khac biét, BJT nhay cam
v6i nhiét do 16p tiép xuc hon.

Khi dién ap céng Gate o6 gia tri duong du 16n so v6i Source, dién tur tur 16p nt s&
dich chuyen sang cong p. N6 1am cho cong gan voi Gate va cho phep dong dién chay tur
Drain dén Source. Silicon Oxide (SiO) sé& cach dién giira cong va ca 16p tiép xuc: n+ vap.
Trén vung cyc Drain tao 16p dém n+ va 16p tr6i n- . Cuc diéu khién va cuc cong suét bi
cach ly.

Ky hiéu va so’ @6 két noi
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Basic structure Symbol

(a) n-Channel enhancement-type MOSFET
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Basic structure Symbol
(b) p-Channel enhancement-type MOSFET
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